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を用いて調べた。試料の単結晶 Ab03は Kyoceraはじめに

(京セラ)社と CrystalTech.社(ドイツ)製で、結晶エネルギー資源、に乏しい我が国では原子力利

面は C面と A面のものがある oま用を国策のーっとして選択せざるを得ない。

実験結果た人類の未来を考えると、核融合炉の開発によ

4種類の照射を行った 5つの試料の照射欠陥るエネルギーの確保は依然重要な課題であると

アニーリン

5分間の等時焼鈍法を用い 40oC'"'-' 600 

の ESRスベクトルを下図に示す。

グは、

いえる o 核融合炉の実現のために照射損傷の研

究の成否が重要な鍵を握ることは誰もが認識す

ることである O 単結晶 Ab03は、その優れた特 。Cの温度範囲を 200C刻みで、行った。

性故、核融合炉構成材料の候補として期待され

Iηad. Al203 (200
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C Annealing) また、核燃料被覆体や核廃棄物長期保ているo

LTL-B しかし、中管材料としても有望視されている。
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性子重照射に対するその物性の研究は、進んで

Hyd140 そこでこの材料に様々な条いるとはいえない。

SSSIπad. どのような欠陥が生成

するか、特に高温重照射での欠陥生成を調べる

件で中性子照射を行い、

3800 ことは重要である。

実験方法

得られた信号に名前をつける O 次図は JMTRα-Ab03単結晶に高速中性子線を条件を変え

試料を例に、焼鈍を進めたときに特徴的に見ら生成される照射欠陥の違いを ESR

れる信号を示したものである。 3400'"'-' 3550( G ) 

にみられる広範囲の信号をA とする O 次に、信

Aよりも半値幅の号Aの中に重なって見える、

高温でアニールしまた、狭い信号を Bとする。

たときに信号Bの中から出現するようにみえる

信号を Cとする。信号Cは半値幅が 5.2Gと非
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L1LB φf= 4.8xl011 1.3xl011 He A 

20K 

LTLG φf = 4.8xl0日 1.3xl0口 He C 

20K 

Hyd 140hr φf = 3.9xlO日 1.9xlO叩 He A 

3ωK 

sss φf = 2.2xlO日 4.9x10時 He C 

670K 

JMTR φf = 6.3xl0J3 
占1.2xlO却 He A 

470K 

て照射し、

その g値は自由常に狭く、信号強度も小さい。

電子の g値(=2.0023)に近い。
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Annealing Temper割問 ('C) 

LTL-Gでは焼鈍初期に幅広い信号Aのみが 600 t近くで消失する。信号Bの強度は約 240

みられる。信号Aの強度が減少した後(約 200 tから減少する。高温での焼鈍では信号 Cが

t)、信号Bが 2200Cからはっきりと見られる みられる。

ようになる。強度は 300tまで増加し、その後 JMTRの測定結果は Hyd.と類似しており、

焼鈍初期から信号 A.Bがみられ、高温では信

号 C が観察された。ただし JMTRと Hyd.は全
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LTL Irrad Al 203 G (40deg) 
， Annealing Temp. 
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減少に転じ、約 4600Cで小さくなっている。磁

場に対する試料の角度を変化させて欠陥の角度

依存性を調べたところ、信号Aは6Odeg.回転毎

に同一の吸収スベクトノレを示した。

Hyd.で、は、焼鈍初期から信号 A，Bの両方が

見られた。これは Hyd.の照射環境温度が約 90

℃であり、欠陥 A，B を消滅させる温度には達

していないためである。信号Aは 200tまで焼

鈍により減少しているはずで、ここに信号 B

の増加が重なって見かけ上強度変化しないのだ

ろう。 200t以上でほぼ信号 Bの強度変化のみ

を見ることになり、この後は単調に減少して

く同じスペクトルではなく、詳細に検討すると

今回の測定では完全に分離できないが、 A，B，C

以外の信号の存在がよみとれる o

sssは全体に信号強度が小さく分析が困難で

あったが、照射温度である 400t以下の温度で

も焼鈍により欠陥が減少することが分かつた。

減少の様子は400tで更にもう一段進むことが

観察できた。

結論

欠陥Aは全ての照射試料に共通に見られた。

欠焔Aは C 面上の複合欠陥であり、 C 面上に

並んだ酸素空孔によるものと思われる。比較的

低温の焼鈍で消滅してし、く o

欠陥Bは C面内での角度依存性は見られな

い。濃度は焼鈍温度に依存して増減することが

分かつた。

中性子重照射試料でのみ信号Cが検出され

た。この信号 C は AI-Colloidsの生成を表して

いる可能性がある。
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